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PDFN3×3A-8L 塑封封装 P 沟道 MOS 场效应管。 
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor in a PDFN3×3A-8L Plastic Package. 

 

VDS (V) = -16V     ID =-49.5A (VGS =±12V) 

RDS(ON)@-4.5V≤8mΩ(Typ. 6.6mΩ) 
RDS(ON)@-2.5V≤15mΩ(Typ. 9.8mΩ) 
无卤产品。HF Product. 

 

笔记本交流输入负载开关，电池保护充电/放电。 
Notebook AC-in load switch,Battery protection charge/discharge. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

印章代码  /  Marking 
 

见印章说明。 

See Marking Instructions. 
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电参数曲线图  /  Electrical Characteristic Curve 
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电参数曲线图  /  Electrical Characteristic Curve 
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外形尺寸图  /  Package Dimensions 

 

 



BRCS080P016YB 
Rev.A Aug.-2025                                                                             DATA SHEET 

http://www.fsbrec.com          7 / 8 

 

印章说明  /  Marking Instructions 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明： 

BR：   为公司代码 

080P016： 为型号代码 

****：  为生产批号代码，随生产批号变化 

Note: 

BR:    Company Code 

080P016:  Product Type Code 

****:   Lot No. Code, code change with Lot No. 

 

 

080P016 
****

BR 
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